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縦型構造におけるスピン伝導 

Spin transport in epitaxial ferromagnetic alloy (F)/p-Ge/F vertical structures 
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   我々は p-Ge/Fe3Si エピタキシャル接合を作製することに成功しており[1]，最近，この構造を

用いた横型スピンバルブ素子において p-Ge 層を介した正孔スピン伝導の検出に成功している[2]．

今回，エピタキシャル Fe3Si/p-Ge/Fe3Si縦型素子構造[3]において p-Ge層を介したスピン伝導の観測

に成功したので報告する． 

   低温分子線エピタキシー法により，高抵抗 Si(111)基板上に Fe3Si(10 nm)/p-Ge(5 nm)/Fe3Si(25 

nm)縦型構造をエピタキシャル成長した. 電子線リソグラフィーや Ar イオンミリング等を用いて

Fig. 1 のような縦型素子とした．作製した素子の電流電圧

特性は半導体パラメータアナライザを用いたDC測定で評

価し，スピン伝導特性はロックインアンプを用いた AC測

定(IAC = 0.2 mA)で評価した.  

   縦型伝導素子の 2端子抵抗は，低温側で増加する傾向

を示し，中間層に半導体品質の Ge 層が存在することが確

認された．10 Kにおける電流電圧曲線は非線形であり，ト

ンネル伝導が示唆された．Fig. 2に 10 Kで測定した磁気抵

抗信号(ΔRS = ΔVS/IAC)を示す．ΔRSは明瞭な矩形のヒステリ

シスを描いており，Fe3Si/p-Ge/Fe3Si縦型構造を介したスピ

ン伝導を観測することに成功している．講演では，ΔRSの

温度依存性，バイアス依存性などについても議論する． 

   本研究の一部は科研費基盤研究(Α)(Νο. 25246020，Νο. 

16Η02333)，科研費新学術領域研究「ナノスピン変換科学」

(Νο. 26103003)，および科研費特別研究員奨励費(Νο. 26・

3485)の支援を受けた． 
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Fig.1 Schematic of an 

Fe3Si/p-Ge/Fe3Si spin valve. 

Fig. 2 Magnetoresistance curve of an 

Fe3Si/p-Ge/Fe3Si spin valve at 10 K. 
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